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"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T" later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 
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PETRE P ET AL: "Simulation and 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
PCT/DE 01/02378 



FURTHER INFORMATION PCT/ISA/210 

The International Searching Authority found that this International Application contains 
several inventions or groups of inventions, as follows: 

L Claims nos: 1-7, 11-12, 15 

High-frequency component comprising a base support and at least one high- 
frequency element that contains a high-frequency structure. The high-frequency 
structure is coupled to the base support using two planar transition waveguides 
and has at least one planar waveguide. The high-frequency component is fixed to 
the base support by flip-chip technology using soldered high-frequency bumps. 
The high-frequency component is characterized in that the high-frequency 
element is a frequency filter in the form of a microstrip waveguide. 

2. Claims nos: 8-10 

High-frequency component comprising a base support and at least one high- 
frequency element that contains a high-frequency structure. The high-frequency 
structure is coupled to the base support using two planar transition waveguides 
and has at least one planar waveguide. The high-frequency component is fixed to 
the base support by flip-chip technology using soldered high-frequency bumps. 
The high-frequency component is characterized in that the high-frequency 
element comprises a substrate, onto which the high- frequency structure is applied 
in a continuous planar manner. 

3. Claims nos: 13-14 

High-frequency component comprising a base support and at least one high- 
frequency element that contains a high-frequency structure. The high-frequency 
structure is coupled to the base support using two planar transition waveguides 
and has at least one planar waveguide. The high-frequency component is fixed to 
the base support by flip-chip technology using soldered high-frequency bumps. 
The high-frequency component is characterized in that the high-frequency 
element and the base support are separated from one another by means of a spacer 
in the form of at least one support bump. 

4. Claim no: 16 

High-frequency component comprising a base support and at least one high- 
frequency element that contains a high-frequency structure. The high-frequency 
structure is coupled to the base support using two planar transition waveguides 
and has at least one planar waveguide. The high-frequency component is fixed to 
the base support by flip-chip technology using soldered high-frequency bumps. 
The high-frequency component is characterized in that a gap between the high- 
frequency element and the base support is filled with a hardenable substance. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Inter nales Aktenzeichen 

PCi/uE 01/02378 



A. KLASSIRZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L21/66 H01L23/66 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H01L H01P H01Q 



Recherchierte aber nichr zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO- Internal , WPI Data, PAO 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeichnung der VerSffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



JIN H ET AL: "Rigorous field theory 
analysis of flip-chip interconnections in 
MMICs using the FDTLM method" 
MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST, 1994., IEEE 
MTT-S INTERNATIONAL SAN DIEGO, CA, USA 
23-27 MAY 1994, NEW YORK, NY, USA, IEEE, 
23. Mai 1994 (1994-05-23), Seiten 
1711-1714, XPO1012O335 
ISBN: 0-7803-1778-5 

Seite 1711, linke Spalte, Absatz 2 -rechte 
Spalte, Absatz 2 

EP 0 511 728 A (HUGHES AIRCRAFT CO) 
4. November 1992 (1992-11-04) 
Spalte 3, Zeile 48 -Spalte 7, Zeile 26; 
Abbildungen 2A-2C 

-/-- 



1-7,11, 
12,15 



1-7,11, 
12,15 



Weitere VerSffentlichung en sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 
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Siehe Anhang Pate ntfami lie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das VerOffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenberichtgenannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" VerSffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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Absendedatum des internationalen Recherche nberichts 
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1998 IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE 
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THROUGH MICROWAVES. BALTIMORE, MD, JUNE 7 






- 12, 1998, IEEE MTT-S INTERNATIONAL 






MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST, NEW YORK, NY: 






IEEE, US, 






Bd. 2, 7. Juni 1998. (1998-06-07), Seiten 






993-996, XP000822133 






ISBN: 0-7803-4472-3 






in der Anmeldung erwahnt 






das ganze Dokument 
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I 1 ationales Aktenzeichen 

PCT/DE 01/02378 



Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als'nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 



GemaB Artikel 1 7(2)a) wurde aus folgenden Grunden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 



Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behorde nicht verpflichtet ist, namlich 



Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 



well es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaRt sind. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die international Recherchenbehorde hat festgestellt, daGdiese international Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 



siehe Zusatzblatt 



1 I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
I 1 Internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 



□ Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
zusatzliche Recherchengebiihr gerechtfertigt hatte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3. F I Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

I ' internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

Anspruche Nr. 



4. I y I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
L ^- J chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
faGt: 

1-7, 11, 12, 15 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs j | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestel 1 t, daB diese 
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-7, 11-12, 15 

Hochfrequenzbauelemerit mit einem Basistrager und mindestens 
einem Hochfrequenz-Element, das eine Hockfrequenzstruktur 
beinhaltet, wobei die Hochfrequenzstruktur mittels zweier 
planarer Ubergangswel lenl ei ter mit dem Basistrager gekoppelt 
ist und mindestens einen planaren Well enlei ter aufweist, und 
wobei das Hochfrequenzbauelement mittels einer 
Flip-Chip-Technik durch Loten von Hochfrequenz-Bumps am 
Basistrager befestigt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Hochfrequenz-Element ein 
Frequenzfil ter in Form eines Mikrostreifen-Wellenleiters ist. 



2. Anspruche: 8-10 

Hochfrequenzbauelement mit einem Basistrager und mindestens 
einem Hochfrequenz-Element, das eine Hockfrequenzstruktur 
beinhaltet, wobei die Hochfrequenzstruktur mittels zweier 
planarer Ubergangswel 1 enlei ter mit dem Basistrager gekoppelt 
ist und mindestens einen planaren Well enlei ter aufweist, und 
wobei das Hochfrequenzbauelement mittels einer 
Flip-Chip-Technik durch Loten von Hochfrequenz-Bumps am 
Basistrager befestigt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Hochfrequenz-Element ein, 
Substrat umfaBt, auf dem die Hochfrequenzstruktur 
durchgehend planar aufgebracht ist. 



3. Anspruche: 13-14 

Hochfrequenzbauelement mit einem Basistrager und mindestens 
einem Hochfrequenz-Element, das eine Hockfrequenzstruktur 
beinhaltet, wobei die Hochfrequenzstruktur mittels zweier 
planarer Ubergangswel 1 enlei ter mit dem Basistrager gekoppelt 
ist und mindestens einen planaren Well enlei ter aufweist, und 
wobei das Hochfrequenzbauelement mittels einer 
Flip-Chip-Technik durch Loten von Hochfrequenz-Bumps am 
Basistrager befestigt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB das Hochfrequenz-Element und der 
Basistrager mittels eines Abstandhal ters in Form mindestens 
eines Stutzbumps voneinander getrennt sind. 



4. Anspruch : 16 

Hochfrequenzbauelement mit einem Basistrager und mindestens 
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



einem Hochfrequenz- Element, das eine Hockfrequenzstruktur 
beinhaltet, wobei die Hochfrequenzstruktur mittels zweier 
planarer Ubergangswellenlei ter mit dem Basistrager gekoppelt 
ist und mindestens einen planaren Well enlei ter aufweist, und 
wobei das Hochfrequenzbauelement mittels einer 
Flip-Chip-Technik durch Loten von Hochfrequenz-Bumps am 
Basistrager befestigt wird, 

dadurch gekennzei chnet, daB ein Spalt zwischen dem 
Hochfrequenzelement und dem Basistrager mit einer 
aushartenden Substanz gefullt ist. 
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DE 
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EP 
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0511728 A2 



14-04-1992 
20-05-1998 

03- 12-1998 

04- 11-1992 
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